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１．概要（Summary） 

自動車の自動運転や先進運転支援システムの実現の

ため、赤外線をプローブとして用い、障害物との距離を測

定する LiDAR (Light Detection And Ranging) に期

待が集まっている。車載用 LiDARの小型化・低コスト化

のため、赤外線受光素子と信号処理部の一体化が求めら

れている[1]。このため、信号処理部を製造する Siプロセ

スに適合した赤外線受光素子が必要である。Siプロセス

を基盤とした赤外線受光素子実現のため、名古屋大学で

の試作環境構築を目指している。今回は、ナノテクプラッ

トフォーム所有の RIEエッチング装置を用いて SiO2を加

工したときの、レジストと Siの対 SiO2選択比を調査した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

RIEエッチング装置、プラズマ CVD装置 

【実験方法】 

SiO2、フォトレジスト、そして Si のエッチング速度を求め、

対SiO2選択比を提示する。そのために、SiO2用のエッチ

ング速度測定試料を Si基板上に SiO2をプラズマ CVD

装置で成膜して作製した。また、フォトレジストと Siのエッ

チング速度測定試料を Si基板表面にフォトレジストを塗

布し、マスクアライナを用いてパターンを形成して作製し

た。次に RIEエッチング装置を用い、Table 1に示す条

件でエッチングした。SiO2のエッチング速度は、エッチン

グ前後の SiO2の膜厚をエリプソメータで測定して算出さ

れた。また、フォトレジストと Siのエッチング速度は、触針

式表面形状測定器を用いてパターンの段差を、パターン

形成後、Siエッチング後、そしてフォトレジスト除去後に測

定して算出された。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiO2、フォトレジスト、そして Siにおけるエッチング条件

とエッチング速度の相関を Fig. 1に示す。SiO2のエッチ

ング速度は条件 1と 2とで差がなかった。一方、フォトレジ

ストや Siのエッチング速度は条件 1 と 2 とで差があった。

エッチング速度差の原因は、フォトレジストや SiがO2と反

応するためと考えられる。 

各膜のエッチング速度から対 SiO2選択比を求めた。条

件1の対SiO2選択比は、フォトレジストが0.40、Siが0.62、

条件 2のそれは、フォトレジストが 0.25、Siが 0.85であっ

た。条件 1は条件 2に比べフォトレジストがエッチングされ

難く、厚膜 SiO2のエッチング工程に適している。一方、条

件 2は 1に比べ Siがエッチングされ難く、Si上の SiO2

をエッチングする工程に適している。 

Table 1 Etching conditions. 
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Fig. 1 Correlation between etching 
conditions and etching rates. 


